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(57) Abstract: The invention relates to a method, which enables the 
production of an assembly comprising hermetically sealed, filled iso- 
lation trenches (1, 2), as required in the production of modern MEMS 
containing sensor components in hermetically sealed, cavities (8). Pro- 
duction is achieved by a slight enlargement (2, 3) of the isolation trench 
at specific points and by the use of a low-pressure deposition method 
for the trench isolation material. Sealing points laterally seal the hollow 
channels (5) that remain in trenches of a normal width in the longitu- 
dinal direction of the trench. The deposition method ensures the depo- 
sition of an approximately isotropic material and eliminates the risk of 
dangerously high gas residues in the cavities (8). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren, das 
eine Anordnung mit hermetisch dichte gefullten Isolationsgraben 
(2,1) herzustellen gestattet, wie sie bei der Erzeugung von modernen 
MEMS mit Sensorkomponenten in hermetisch client abgeschlossenen 
Hohlraumen (8) nbtig sind. Das wird durch eine geringfugige 
Verbreiterung (2,3) des Isolationsgrabens an definierten Stellen 
und dem Einsatz eines Niederdruck-Abscheideverfahrens fur das 
Grabenisolationsmaterial erreicht. Dichtpunkte sorgen fur das seitliche 
VerschlieBen von im normal breiten Graben verbliebenen Hohlkanalen 
(5) in Langsrichtung des Grabens. Das Abscheideverfahren sorgt 
fiir annahernd isotrope Materialabscheidung und dafiir, dass in den 
verschlossenen Hohlraumen (8) keine Gefahr drohend hoher Gasreste 
zuruckbleibt. 
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